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【背景，目的】ZnSは直接遷移型のワイドバンドギャップ(3.7eV)を持つ半導体であり，紫外発光材料の可能性と

ともに，価電子帯エネルギーが低いという特徴があり，p-ZnSが実現できれば正孔注入材料としても有用と考えら

れる[1]。ZnSの p型は長らく困難とされてきたが，本研究室では p-ZnSTe:Nを報告した[2]。しかし，Te添加によ

りバンドギャップが縮小するため，同時にMgを添加した ZnMgSTe:Nとしてバンドギャップを拡大することが考

えられる。ZnMgSの作製については，以前本研究室でも報告しているが[3]，基板として用いる GaPへの格子整合

については報告されていなかった。そこで本研究では高品質 ZnMgSTe 4元混晶作製のためのステップとして，GaP

基板への格子整合による高品質 ZnMgS 3元混晶の作製を目指した。 

【実験方法】分子線エピタキシー法により n-GaP基板上に ZnSバッファ層を成長後 Zn0.8Mg0.2S層を成長させ，

XRD (X-ray-Diffraction)，XRDによる RSM (reciprocal space map)等の評価を行った。 

【結果】以前の研究では厚い ZnSバッファ層を成長していたため格子緩和から欠陥が生じ，結晶性が悪化してい

ることが考えられた。そこで，臨界膜厚以下の ZnSバッファ層(30nm)を用いたところ XRD，RSMから結晶性が改

善された結果が得られた。Fig.1に ZnMgS(20nm)/ZnS(18nm)/GaPの 224回折付近の逆格子空間マップを示す。Fig.1

において ZnSバッファ層，Zn0.8Mg0.2S層のピークのいずれも GaP224回折ピークと同じ Qx（//GaP[110]）座標に位

置し，GaP 基板にコヒーレント成長している事が分かる。なお，

それぞれのピークが Qz 方向に伸びているのは膜厚が薄いためで

ある。しかし，横方向（Qx軸方向）の広がりはほとんどなく，結

晶軸のゆらぎのない高品質結晶が得られている。しかし，同じ成

長条件で ZnMgS の膜厚を厚くしたところ膜厚が厚くなるにつれ

て 224回折のRSMからゆらぎが大きくなり結晶性が悪くなる結果

が得られた。Fig.2 に ZnMgS の 004 のロッキングカーブ半値幅の

膜厚依存性を示す。この図からも膜厚が厚くなるに従って半値幅

が大きくなり結晶性が悪くなっていることが分かる。これは

ZnMgSの成長条件が適切ではないためと考えられ基板温度上昇等，

成長条件の改善を検討した。詳細は当日発表する。 

【まとめ】分子線エピタキシー法により ZnMgS/ZnS/GaPの

試料を作製し XRD，RSMで構造的評価を行った。ZnMgSは

臨界膜厚以下のZnSバッファ層を用いることで結晶性が改善

されたが，膜厚が厚くなるにつれて結晶性が悪化する傾向に

あった。 
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Fig.2 FWHM of X-ray rocking curve v.s. film thickness 

Fig.1 XRD RSM in the vicinity of 224 diffraction 
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